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论文摘要 









    本文由四章内容组成： 



























With the growth of the electron information manufacturing  industry in the 
global world, China is getting to become a production base of information 
products. Integrate Circuit, the key product in this area, is playing more and more 
significant role in its greater competitive power in the global world. Since 2000, 
the Integrate Circuit Industry ( referred to as ICI in the following) in China has 
been developing so rapidly that its growth rate has been over 40% and has 
become concentrated area with a dense industrial cluster in Yangtz River Delta, 
Beijing, Tianjin and the area around Bo Sea ,and Pearl River Delta. Although the 
Electron Information Industry of Fujian province is competitive to some extent 
in China, to develop its integrate circuit to the maximum is the key factor to 
making it more competitive in this area. Fujian Government and the departments 
concerned have gained awareness of the importance and necessity of the ICI 
development. Based on the analysis of the conditions and environment on which 
Fujian Integrate Circuit is being developed, this thesis, composed of four 
chapters, puts forward some approaches as to acceleration of ICI development in 
Fujian Province. 
 
Chapter One----A brief introduction of the history of global IC development, 
with focus on its development in Taiwan area. 
Chapter Two---- Review of the history of  IC development in Chinese 
mainland and Fujian Province and analysis of their present situations on the basis 
of all links in the industry chain. 
Chapter Three----Expatiation of the conditions on which the  ICI in Fujian 
Province is developed and pointing out the opportunities and superiority for ICI 
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Chapter Four----Based on the above analysis, making plans for  ICI 
development in Fujian Province, proposing approaches as to the acceleration of 
ICI development in Fujian Province including building industrial parks in the 
western part of Taiwan Straits, reinforcing the governmental guidance in 
investment policy, accelerating talent project in this field and broadening the area 
of Electron Information Industry.   
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第一章  全球集成电路产业发展现状 




















                                                        


















实现了电子技术的第一次重大突破。1947 年 12 月 23 日，美国贝尔实验室
的肖克莱所领导的研究小组发明了点接触三极管，它的发明标志着电子工业





的发明成为可能。这是人类在 20 世纪电子技术领域的第三次重大突破。 
经过几十年的持续发展，集成了 10 亿个元件的 1G DRAM（动态随机
存取存储器）已经实现了批量生产。集成电路技术发展至今经历了六个阶段，
如表 1.1。 
表 1.1  集成电路技术发展阶段划分表 
时间 阶段划分 集成度（每块芯片所包含
的元器件数） 代表产品 
1962 小规模集成电路（SSI） 小于 100  
1966 中规模集成电路（MSI） 100—1000  
1967—1973 大规模集成电路（LSI） 1000—10 万  
1977 超大规模集成电路（VLSI） 10 万—1000 万  
1993 特大规模集成电路（ULSI） 1000 万—10 亿 256M 
DRAM 
1994 巨大规模集成电路（GSI） 大于 10 亿 1G DRAM 
 
随着制作工艺水平的提高和集成度的加大，集成电路制造中所使用的硅
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段，如表 1.2 
 
表 1.2  集成电路产业中使用的硅尺寸的演进 
时期 80 年代之前 80 年代 90 年代 新世纪 












态演变可分为系统公司时代、IDM 时代、FOUNDRY 时代，以及后 FOUNDRY
时代。 






























同时带动了 FOUNDRY 的崛起。当 FABLESS 灵活的市场能力与 FOUNDRY
优质的代工服务相结合时，这种产业模式实现了迅速的成长。同时，已有的
IDM 企业也逐步将越来越多的生产外包给 FOUNDRY。 
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企业进行流片，在测试通过后才可以进行批量生产，否则就需要设计和制造
双方共同解决其中的问题。对于一个新产品，这样的过程往往需要反复多次。 
第二节  全球半导体产业发展现状 
一、全球半导体产业区域演进历程 
    全球半导体产业区域演进大致经历了三个阶段： 
第一阶段：美国一枝独秀  自 1958 年世界第一块硅集成电路在美国诞
生以来，美国凭借先发优势，半导体产业得以迅速发展，在世界处于绝对领






第二阶段：应用领域日本后来居上  20 世纪八十年代，经过持续不断
地引进、消化新技术，以及日本政府采取的技术进口管制措施、协助开发海
外市场、优惠国内厂商的政府采购及补贴等措施，日本在半导体应用领域急
起直追美国，并于 1987 年首次超过美国，1987 年，美国在国际半导体市场
份额缩小至 40%，而日本则占 50%市场份额。当时世界上 大的 10 家半导
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第三阶段：美国重新夺回霸主地位  20 世纪 90 年代，世界半导体产业
发展中 大的变化，就是美国重新夺回了领先地位。1992 年，美国英特尔
公司首次超过日本 NEC 公司，市场销售额位居世界第一。这种竞争地位的






表 1.3   全球半导体市场历年市场总值 
                                                单位：亿美元 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*
总计 1494 2044 1390 1407 1607 2128 2153 
其中：美国 474.9 640.7 357.8 312.8 323.3 393.7 387.7
欧洲 318.8 423.1 302.2 277.9 323.1 384.8 385.7
日本 328.4 467.5 331.5 304.9 389.4 462.4 468.5
亚太地区 371.8 512.6 398.2 511.6 628.4 886.9 911.3







调整期。2001 年至 2004 年，市场逐步恢复，2004 年，全球半导体市场总值
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表 1.4:2004 年全球十大半导体设备厂商排名 
                                       单位：亿美元 
排名 公司名称 销售额 国家 2003 年排名
1 Applied Materials (应用材料公司) 75.52 美国 1 
2 Tokyo Electron Limited 
（丰田电器公司） 47.42 日本 2 
3 ASML 30.22 荷兰 3 
4 Advantest 21.76 美国 6 
5 KLA-Tencor 18.92 美国 4 
6 Nikon CORP 14.11 日本 5 
7 LAM RESEARCH CORP 13.60 日本 13 
8 Dainipon Screen Mfg 13.37 美国 8 
9 Hitachi High Technology（日立） 13.15 日本 8 
10 Canon INC 12.84 日本 11 








INTEL 公司创建人之一戈登·摩尔预言，微处理器的处理能力每 18 个月到 24
个月将增加一倍，器件特征尺寸（线宽）每 3 年缩小 0.7 倍。世界半导体产业始
终按照这条定律不断向前发展，集成电路芯片的特征尺寸（线宽）不断缩小、晶
圆尺寸不断扩大。近年主流晶圆厂商生产的芯片线宽从 1 微米发展到 0.5、0.35、
0.25、0.18、0.11 直至 0.09 微米，同时晶圆尺寸不断扩大，从 4 英寸（100mm）
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